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はじめに：我々は、表面活性化ボンディング法を用いて SiCと Si基板の貼り合わせを行い、ヘ

テロ界面のデバイス応用を検討している[1]。今回、金属/半導体接触の電気的特性を 2次元評価で
きる界面顕微光応答法(SIPM)[2]を Si/SiCヘテロ界面の評価に適用した結果を報告する。 
試料作製：それぞれの裏面に Al/Ni/Auオーミック電極を蒸着した p

+
-Si(NA = 2.6×10

19
 cm

-3
)基板

と n
-
-SiC(ND = 5.4×10

15
 cm

-3
)エピタキシャル層/n

+
-4H-SiC基板を貼り合わせ、p

+
-Si/n

-
-SiCヘテロ接

合を作製した。貼り合わせた後、N2雰囲気中で 800 
o
C、60秒間のオーミックシンターを行った[3]。 

結果と考察：Si/SiCヘテロ界面に、SiC側から単色光を照射し、波長を連続的に変えながら光電
流(Y)を測定した(PR 測定)。図 3 に示す PR スペクトルに、SiC の基礎吸収端付近に大きなピーク
と、hが 1.4から 2.5 eV間に直線領域がみられた。ファウラーの式[4]より、しきい値エネルギー
(Vth)1.34 eVが得られ、ヘテロ接合界面の p-Si側の価電子帯の上端から n-SiC側の伝導帯の下端の
エネルギー差と一致した[3]。 
次に、波長 660および 516 nmのレーザー光をヘテロ界面に集光・走査し、Yを測定した(SIPM

測定)。ランダムな方向を向いた細線、および配向したストライプパターンが Y 像にみられた(図
4(a))。同様のパターンは、貼り合わせ前の SiC表面の原子間力顕微鏡像でも観察することができ(図
5)、SiC 表面の研磨痕と思われる。数 nm の非常に浅い傷でも、接合部の Si と SiC の間に空隙が
あり、機械的・電気的接触が十分ではないと考えられる。一方、異なる二つの波長から得られた
Y像から求めた Vth像より(図 4(b))、適切に形成された接合面の Vth値は PRと同様の値が得られた。
これらの結果から、SIPMは金属/半導体界面だけでなく、半導体/半導体ヘテロ界面の電気的特性、
および形状を高感度で評価できることが実証できた。 
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図 1. 試料構造 図 2. PR原理図 図 3. PRスペクトル 

図 4. SIPM測定から得られた 
(a) Y像 ( = 516 nm), (b) Vth像 

図 5. 貼り合わせ前の 
SiC表面の AFM像 
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